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Potprzewodniki azotkowe (azotek galu, aluminium i indu) tworzg olbrzymie rynki, na przyktad, biatych
LEDOAw, projektoréw na bazie LEDOw lub diod laserowych, tranzystoréw wysokiej mocy i czestosci, i
wiele innych. Jednak w poréwnaniu z innymi potprzewodnikami wtasnosci azotkéw sg w dalszym
ciggu stosunkowo stabo zbadane.

Jednymi z najwazniejszych cech azotku galu, na ktérych temat jest bardzo mato informacji, sg
wspotczynniki dyfuzji opisujgce jak przemieszczajg sie atomy w sieci krystalicznej w zaleznosci od
temperatury, typu przewodnictwa, pdl elektrycznych, naprezen, a takze od rodzaju defektéw sieci
krystalicznej.

Ten ostatni czynnik jest szczegdlnie trudny do zbadania poniewaz pétprzewodniki azotkowe
posiadajg duzg koncentracje defektéw- sg to defekty rozciggte (dyslokacje) i punktowe (wakanse).
Defekty te bardzo silnie wptywajg na dyfuzje atomdw, a sg trudne do badania.

Whioskowany projekt ma na celu zbadanie mechanizméw dyfuzji atoméw magnezu, tlenu, berylu
oraz krzemu (wazne technologicznie domieszki) w azotku galu w réznych kierunkach
krystalograficznych dla krysztatéw GaN o réznej koncentracji defektéw i o réznym typie
przewodzenia.

Domieszki wprowadzane beda zarowno w procesach epitaksjalnych (MBE- molecular beam epitaxy,
oraz MOVPE- metalorganic chemical vapour phase epitaxy), jak i przez implantacje. Dyfuzje
wprowadzonych atomdw bedziemy obserwowaé po wygrzewaniu w wysokich temperaturach.

Proponowane badania sg unikatowe w skali Swiatowej z nastepujgcych powoddw:

i) Konsorcjant IWC PAN posiada dostep do krysztatéw GaN o rekordowo niskiej
koncentracji dyslokacji i o réznych orientacjach krystalograficznych,

ii) Konsorcjant IWC PAN dysponuje dwiema rodzajami technologii epitaksji MOVPE oraz
MBE. W obu technologiach powstajg inne defekty punktowe, i poréwnanie materiatéw
MOVPE i MBE pozwoli na lepsze zrozumienie ich wptywu na dyfuzje.

iii) Konsorcjant ITE posiada technologie implantacji o dobrze kontrolowanych parametrach.

iv) Konsorcjant ITME (koordynator Projektu) dysponuje dwiema technikami badawczymi,
ktore sg w innych laboratoriach akademickich na znacznie gorszym poziomie: SIMS
(secondary ion mass spectroscopy) z rozdzielczoscig pionowg okoto 0,1 nm i poziomg
okoto 10 um, oraz DLTS (deep level transient spectroscopy).

Planowane badania nalezg do podstawowych, natomiast w przysztosci moga przynies¢ szereg
praktycznych korzysci. Dyfuzja atomoéw domieszek (wprowadzanych podczas wzrostu i implantacji)
nastepuje podczas wzrostu struktur epitaksjalnych, podczas operacji technologicznych oraz podczas
dziatania przyrzaddéw, obnizajgc ich czas zycia. Zrozumienie mechanizmow tej dyfuzji bedzie mogto
zostaé wykorzystane w tworzeniu nowych technologii przyrzadéw azotkowych.



